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La presente invencidn se refiere a los 2isladores
eléctricos que presentan una insensibilidad mejorada a la con~
taminacién y, mds particularmente, a aquellos cuyos dieléctricos
son de vidrio & de porcelansa. .

Se sabe que las contaminaciones atmosféricas pueden
conducir, sobre la superficie de los aisladores, a la formacidn
de depdsitos conductores. ° vk

La resistencia eléetrica al nivel de la capa suﬁéffi-
cial del aislador no es uniforme por lo que se comprueba, en
medio himedo, la presencia de zonas secas en serie con zéhéﬁ
kiimedas.

Al nivelvde estas zonas secas, pueden producirge en-
tonces gradientes de tensidn, mucho mds elevados que al q;vgl
de las zonas himedas, y susceptibles de alcanzar el umbrgé:qe

PO LAY

descarga eléetrica en el aire. Y e

' LA 4

Ademds cuando la extensidn de las zonas secas alcan-
za una cierta proporcidén de la longitud del aislador, se produ-
ce entonces un contorneado completo de este Ultimo que entrafia
un corto—circuito‘para la red y su puesta fuera de servicio.

Con el fin de paliar estos inconvenientes, se ha pro-
puesto ya en la patente americana USP 3 795 499 para los aisla=-
dores de porcelana y en laz patente inglesa n? 1 240 854 para
los aisladores orsgdnicos, revestir la superficie del diélectri-
co con una capa semi-conductora, de resistividad que no varie
en funeidn de la corriente, por ejemplo un esmalte semi-conduc-
tor, con el fin de yuxtaponer a la capa contaminada de resisti-
vidad irregular una capa Subyacente de resistividad constante
con el fin de controlar la distribucidn de votencial a lo larsgo

del aislzdor.

Sin embargo, esta solucidn no es completamente satis-
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factoria.

En efects, si la corriente que pasa en la capza semi-
conductora no es netamenté»superior a la que pasa en la capa
contaminada, la capa semi-conductora no juega practicamente nin-
gin papel ya que es la capa ccntaminada 1la que fija la distribu-
cidn del potencial, de forma irregular.

Por el contrario, si la corriente que pasa en la capa
gemi-conductora es retamente mds importante que la gue pa;?;en
la capa contaminada, los fendmenos que resultan de la yuxtéﬁdsi—
cidn de las zonas secas y de las zonas himedas no pueden‘produ-
cirse, pero las pérdidas de energia son entonces demasiada“eie—
vadas como para gque esta solucidén sea econdmicamente aceptable.
Ademds, esta solucidén no es fiable en el tiempo. vendy

Asi pués se estd obligado a adoptar una soluciéﬁfée

[ ST

compromiso, que no es de hecho satisfactoria més que para los

Y

2d.

casos de contaminacidn ligera. 57?;

Asf, con un revestimiento semi-conductor de resistivi-
dad definida, no se puede, en el caso de contaminacidén importan-
te, mds que atendar los defectos explicados anteriormente pero
no pueden suprimirse.

La presente invencidn permite remediar estos inconve-
nientes.

La presente invencidn tiene por objeto un aislador
eléctrico que presenta una ingensibilidad mejorada a la conta-
minacidn que comprende un cuerpo de un materisl dieléctrico del
tipo que comprende un revestimiento externo semi-conductor, ca-

racterizado porgue el citado material diélectrico se elige entre

el vidrio y 12 norcelana, porque el citado revestimiento esta

constituido por un deupdsito de cerdmica que comprende, esencial-

Id s

mente, O0xido de cine combinado con 21 menos un dxido metalico que

'
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- forme una no linealidad en la caracteristica tensidn-corriente

del citado 6xido de cinc, tal que I = kVa, con o comprendido
entre 20 y 50, estando comprendido el espesor del citado reves-
timiento entre 0,05 y 0,5 mm.

A titulo de ejemplo, en el revestimiento seguin 1la
presente invencidn, una variacidn de la densidad de corriente
del drden de 108 corresponde una varizcidn del gradiente de
tensidn préxima a 2. El coeficiente k y &t son caracteris%i}és

)

y
del material y de las dirensiones geométricas (principal@chte

linea de fuga del =islador, espesor del revestimiento).

%

E1l contenido en déxido de cinc en el revestimientc®es

ventajosamente superior al 90 %.
El citado 4xido metdlico se elige, ventajosametite,
! ’ . ¥ -) ‘.\
del grupo formado por el dxido de bismuto, el éxido de mPfigane-

® ‘¢

so, el 4xido de cobalto, el déxido de cromo, el Sxido de gntimo-

nio. ‘i}ﬁf

La caracteristica particular del revestimiento a base
de 6xido de cinc utilizado en el ambito de la presente invencidn
es la de que ovita la formacidn local de arcos al nivel de las
zonas secas. La distribucidén del campo eléctrico en la superfi-
cie del aislador estd mejorada y se previene asi el arco de con
torneado.

Asi, en caso de contaminacidn importantg, teniendo
en cuenta las caracterfsticas eldetricas de la capa = base de
éxido de cine, cuando la intensidad aumenta muy fuertemente en
la capa de d6xido de cine, la tensidén puede estabilizarse por
debajo del umbral de contorneado en el aire.

A partir del momento &n que las perturbaciones que

resultan de la contaminacidn disminuyan, la corriente retorna

. . s
a un valor muy pequeflo que no crea pérdida sensible de energia.

l
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Este funcionamiento se vuelve a encontrar en caso de
polucidn ligera, que entrafia entonces una corriente muy débil
en las zonas contaminadas; la corriente en la capa superficial
a base de dxido de cinc es generalmente muy débil, no creando
pérdidas sensibles de energia.

Otras caracterigticas de la presente invencidn se pono
dran de manifiesto por medio de la descripcidn que sigue y del

*ace

divujo adjunto en el que: ..
. , oz*
La figura 1 representa esquemdticamente en seccion

parcial una parte de un aislador segun la presente invencidn,
La figura 2 es representativa de las caracteristicdas

eléctricas del dxido de cinc dopado que entra en la constitu-

cidén del revestimiento seguin la presente invencidn y de un’és-

malte semi-conductor utilizado segin el arte anterior para’wl’

¢ 2q0
. ¢ -

revestimiento de los aisladores. ' ceee

En la figura 1 se ha representado un segmento 1 ﬁésﬁn
aigslador constituido por un conjunto de elementos aislantes ta-
les como 2. Cada elemento 2 comprende substancialmente un dié-
lectrico 3 de vidrio 6 de porcelana por ejemplo, dotado con un
capd metdlico 4 y con un vidstago metdlico de solidarizacidn 5.

Segin la presente invencidn, el dieléctrico 3 estd
revestido exteriormente con una capa delgada 6 a base de 6xido
de cinc dopado con al menos otro éxido metdlico.

La capa 6 puede presentar un espesor ccmprendido en-
tre 0,05 y 0,5 mm.

Se dardn az continuacidn, a titulo ilustrativo y, de
ningin modo limitativo, tres ejemplos de composicidn de una
capa de revestinmiento:

Para 10 gramos de materigl de revestimiento:
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Primer ejemplo

Zn0 9,6682 g % en moles 99
Bi203 0,2596 g % en moles 0,5
MnO,, 0,0522 g % en moles 0,5

Segundo ejemplo
Zn0 9,1171 g % en moles 97,0
31203 0,2691 g % en moles 0,5
¥nO, 0,0502 g % en moles 0,5 ..
00304 0,1391 g % en moles 0,5 o
Cr203 00,0878 g % en moles 0,5 ‘-
Sb203 0,3367 g % en moles 1

Tercer ejemplo
Zn0 39,1171 g % en moles 97,0
31203 0,2691 g 4 en moles 0,5 | ?}ia
MnO, 0,0502 g 4 en -moles 0,5 y
Coy0, 0,1391 g % en moles 0,5 N
Cry04 0,0878 g % en moles 0,5
Sb203 0,3367 g % en moles 1

La mezcla se frita a 1250°C y a continuacidn, para
10 gramos de producto, se agregan 0,5 moles de Bi203 (0,2691
gramos de 31203).

La compogicidn y el espesor de la capa de revestimien
to se ajustan en funcidn de las caracteristicas eléctricas de=
seadas para la citada capsa.

La forma del aislzador interviene igualmente.

La colocacidn del revestimiento a base de dxide de

cinc puede realizarse segin diferentes procedimientose.

Asf, con un aislador que comprenda un dieldctrico de

| porcelana, se comienza por realizar el citado dieléctrico.

El material destinado a constituir el revestimiento
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La mezcla pulverulenta de dxido de cinc y de los dxi-
dos metdlicos adicionales se homogeneiza y se tritura, a conti-
nuacidén sufre un prefritado al aire ambiente hacia %OO°C durante
dos horas; la mezcla calcinada se tritura. Preferentemente se
incorpora a la misma a continuacidén un aglutinante hidrdulico;
se seca el conjunio por medios convencionéles y se vuelve a tri-

turar la mezcla obtenida: la granulometria es entonces del Srden

de la micra.

El polvo se conforma, por ejemplo,por proyeccidn 6
por depésito bajo vacio, en forma de una capa sobre la suﬁ%%fi—
cie externa del diélectrico. El espesor de 1la capa se elige su-
ficiente como para que sea compatible con los calentamientBé:‘

que deberd sufrir en el transcurso del funcionamiento del aisla-

¢ 0 q

dor y en funcidn de las caracteristicas eléctricas vuscadas,..
Igualmente, para un aislador de vidrio, el depésiﬁézde
la capa a base de 6xido de cinc puede realizarse principalmente
por las técnicas de depésito bajo vacio y de depdsito por proyec
eidn. |
En la figura 2 se ha llevado, en ordenadas, el logarit
mo del gradiente de tensidn E en kV/cm y en abscisas el logarit-
mo de la densidad de corriente J en amperios/emz.
Las medidas se han hecho a 25°C. La curva (A) es rela-
4iva a un material que respondé a2 la composicidn del .primer ejem
plo precitado y la curva (B) a un esmalte semi-conductor utili-
zado segin el arte anterior paras el revestimiento de un aislador
Como se puede comprobar muy claramente en la curva
42

(A), cuando la densidad de corriente varia de 1074 a 10™%, es

. s 7 6 s 7 ’ .
decir en una relescidn de 107, la tension nc varia incluso en una

relacidn 2, mientras que en el caso del esmalte semi-conductor
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(cqrva”ﬁ), cuando la intensidad varia en la relacidén 10, la ten-
sién varia igualmente en la misma relacidn 10.

Para el éxido de cinc adicionado con éxidos metdlicos,
la curva (A) responde a la ecuacién: I = k VA , estando A com
prendido entre 20 y 50.

Si bién tales propiedades eléctricas han sido utiliza<
das ya en el campo de los pararrayos, hay que selialar que esta

aplicacién difiere totalmente de la descrita en la presents,so=
[ ]

licitud y que los resultados observados en el caso de los para-

rrayos no pueden transportarse a los aisladores que consti?uygn

el objeto de 1a presente solicitugd..
En efecto, en los pararrsyos, la intensidad de la co-
rriente que atraviesa el éxido de cinc es muy importante, sude-

rior a 1000 amperios y puede alcanzar 30000 amperios, mientrad

que en el aislador segin la presente invencidn, la intensidad’

se sitda entre el miliamperio ¥ el amperio.

Se deduce en particular que la seccidn de oxido de
cinc dopado atravesada en un pararrayos es mucho mds importante
que 1la seccidn del revestimiento del aislador segin la presen-
te invencidn.

En el caso del aislador segin la presente invencién,
la accidn de la capa a base de dxido de cinc es local y se maniT
fiesta en varios puntos segin intervalos de tiempo demasiado
cortos sin entrafiar la interrupcidén del servicio.

Por el contrario, en los pararrayos, la aceidn es ins+
tantinez; se refiere a la totalidad del pararrayos, guae es atra-
vesado dor completo y entrafia la detencidn del servicio por aven

tura de los disyuntores de proteccidn de lz linesa.

Evidentemente la presente invencidn no esta limnitada

an modo alzuno al modo de realizacidn descrito 7 representado
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gque se he dado & t{tulo de ejemnplo, en particular la presente
invencion puede aplicerse a aisledores del tipo soporte ¢ de
otros tipese

Descrite suficientemente la naturaleza del invento,
asi como la manera de realizarlo en la préctica, debe hacerse
constar que las disposiciones anteriormente indicadas son sus=-
ceptibles de modificgciones de detalle en cuantc no alteren st

|
trincipio fundamental. oo,

REIVINDICACIONES

1e— Aislasdor eléctrico (1) del tipo gue presenta?uﬁé
insensibilidad mejorsda a la contaminscidn, caracterizado porque
comprende un cuerpo de un material dieléetricc (3) com un raves
timiento externo semi-conductor, eligiéndcse el citado matépgal

dieléetrico entre el vidrio y la porcelana, estzrdc constituftlo

el citado revestimiento (6) por un depdsito de cerdmica que °°:

comprende esencialmente el Sxido de cinc adicionado con al me-
nes un oxido metalice que forrwa une no-linealidad en la caracte-
ristica tensidn~corriente del citado oxido de cinc tal que
I =%kVA 4 con eA comprendido entre 20 y 50, estando comprendi-
dc el espesor del citado revestimiento entre ¢,05 y 0,5 mm.

5.« Aislador eldctrico segin la reivindicacidn 1, ce-
racterizado porque el contenideo en éxido de cinc en el revesti-
miento es superior sl 90 %.

3e= Aislador eléctricc segun una de las reivindicecio-
nes 1 y 2, caracterizado porque el dxido metdlico se elige del

grupo formado por los dxidos de bismuto, manganesos cobalto,

cromo y antimonio. !

4.~ Aislador eléctrico; tel y como quede sustancialmen

: Cvge |
te descrito en la presente Memor{a, e ilustrado er el dibujo agd |

junto. !
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Esta Memor{a consta de 9 hojas escrites a miquina por
una sola carae.

ST ‘2985
Madrid,

Socieéte Anonyme dite: CERAVER.
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